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초록: 붕화질소(hexagonal Boron Nitride, h-BN)위의 그래핀은 산화규소(SiO2) 위에 전사된 그래핀에 비해서 월등한 전기적 

특성을 갖는다. 따라서 전자소자의 산업적 응용을 위한 대면적화를 위하여, 그래핀을 붕화질소위에 화학증기증착(CVD) 방

법을 통해 직성장시키고, 그 전기적 성질이 산화규소 및 suspended된 그래핀에 비해서 훨씬 더 이상적임을 원자 수준의 

공간해상도에서 초고진공 저온 주사형 터널링 현미경(scanning tunneling microscope, STM)을 통해 입증하였다.  

1. 서론

그래핀의 전자소자의 산업적 응용을 위하여 고품위의 그래핀을 대면적으로 양산해야만 한다. 이와같이 대량생산을 위한 

대면적화 연구와 고품위 그래핀의 전기적 성질에 대한 깊은 연구가 절실히 요구되고 있다. 

2. 본론

화학증기증착 방법을 통해 그래핀을 구리 호일 표면에 성장시킨 붕화질소 필름위에서 직성장을 시켰다. 이때 고품위 그래

핀 성장을 위해서는 대략 3 nm이하의 붕화질소 두께를 사용하도록 한다. 이렇게 성장된 그래핀/붕화질소 하이브리드 구조

는 우선 성장 상태를 라만분광학을 통해 확인하고, 초고진공 저온 주사형 터널링 현미경을 통해서, 맨 윗층의 그래핀의 원

자 구조, 붕화질소 격자와의 간섭무늬 형태 및 그래핀 자체의 이상적인 전자구조를 직접 측정하였다.  

3. 결론

주사형 터널링 현미경을 통해 그래핀에서의 탄소 원자간 벌집구조 형태의 원자 구조를 확인하였고, 터널링 분광학 측정을 

동시에 수행하여, 도핑없이 디락점(Dirac point)가 페르미 준위에 위치하고, 전자상태 및 정공(hole)상태가 대칭적으로 정확

한 V 모양을 하고 있어, 붕화질소 필름 위에서의 그래핀이 가장 이상적인 전자구조를 가지고 있음을 확인하였다.[1]   
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